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１．概要（Summary ） 

原子層堆積法により得られる薄膜は、厚さが均一で、

MEMS への応用に魅力的である。本研究では原子層堆

積膜の MEMS への応用のため、原子層堆積膜とシリ

コンとのエッチング選択比、シリコン MEMS 構造の

部分コーティング方法を調べることを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

原子層堆積装置（粉末対応型）(装置番号 AP-200078, 

ピコサン／R-200 advanced)を用い、アルミナ膜を温度 200

度、サイクル数約 3000（厚さ約 300nm）で、４インチシリコ

ンウエハ 5 枚に成膜した。次に、成膜した原子層堆積膜

をレジストマスクによりエッチングし、テストパターンを形成

した。パターン形成のエッチングレートを評価した。その後、

原子層堆積膜パターンをマスクとして、Deep Reactive ion 

etching(DRIE)装置で、シリコンをエッチングした。ウエハ

の貫通エッチング等、アスペクト比の大きい立体構造を製

作した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1.に得られたシリコン垂直板構造の写真を示す。板

厚は約 20μm、エッチング深さは約 400μm であるので、ア

スペクト比 20程度が得られている。シリコンとアルミナの選

択比は 3000 から 40000 の値が得られた。選択比がエッチ

ングのレシピにより大きく変化することも明らかになった。 

Fig.2.は、原子層堆積アルミナ膜がシリコン上表面にコ

ーティングされた構造の製作例である。アルミナ層により、

シリコンの上層面は保護された構造が製作されている。原

子層堆積膜は水分子等の透過を防止する効果も高く、ま

た堆積後は引っ張り応力であることから、シリコン構造に

圧縮応力を印加できるので、破壊強度および機械的強度

の増強も期待できる。 

   
Fig.1. Si vertical plates fabricated by DRIE with ALD 

alumina mask 

 

Fig.2. Silicon structure coated with ALD alumina 
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